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【はじめに】ナノ構造を有する炭素材料は、X 線管用新規電界放出電子源として注目を集めてい

る[1]-[3]。特に、グラフェンは他の炭素材料と比して高い電子移動度を有することから、電界放出

材料として強く期待される。今回グラフェンフラワーと呼ばれる、グラフェンからなる材料に注

目し、その電界放出特性を評価した。 

【実験と結果】図 1 に、グラフェンフラワー表面の

SEM 写真を示す。数 100 nmオーダーのグラフェン

密生体が無数に存在していることがわかる。グラフ

ェンフラワーの電気特性は硝子製チャンバー内にて

評価された。チャンバーは陽極およびグラフェンフ

ラワー陰極から構成される。測定時の真空度は 10
-7 

Pa 以下であった。陽極-陰極間距離は 4 mmであり、

陰極は接地された。図 2 に、グラフェンフラワーの

電流-電圧特性および Fowler-Nordheim (FN) Plot を示

す。陽極-陰極間電圧 7.8 kVにおいて、1 mA以上の

電界放出電流を得た。また、FN plotの傾きとグラフ

ァイトの仕事関数(4.5 eV)から、電界集中係数は

10800 と見積もられ、他のグラフェン材料とほぼ同

等の値であった。グラフェンフラワーに関する各種

物性評価および電界放出デバイスへの応用について

は、当日報告する。 
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図 1. グラフェンフラワーの SEM写真 

図 2. グラフェンフラワーの 
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